BRY 54/100
bis

=2,54 BRY 54/600

Si-Thyristoren, Ieff

vorlédufige Daten

Ausfithrung Diffundierte Si-Thyristoren
mit internem Gate-Kurzschluf§ im
Metallgehduse TO 39, Anode galvanisch 0.48%mar
mit dem Geh&duse verbunden.
Anwendung Universeller Thyristor fiir
kleine Leistungen aber hoher Sicherheit
gegen {Jberlastung

Grenzwerte bei TJ.= -40... 125°C

BRY 54/100

©[BRY 54/200
«[BRY 54/300
=|BRY 54/400
< BRY 54/500
2[BRY 54/600

—
o
o

neg. und pos. periodische U

< RR/ UDR
Spitzensperrspannung

neg. und pos. Stof3-
sperrspannung

Urs/Ups

Thyristor-
Dauergrenzstrom
¥ =180°C

=400
TG 0oC

Irav)

effektiver Thyristor-
strom

= o
T 40...40°C

IT(eff) .

Grenzlastintegral i%t 18 A”s

Thyristorstostrom ITS 60 A
sinusférmiger Impuls
tp < 10ms

Stromsteilheit in di/dt 200 A [us
FluBirichtung
T:=1 00°C
0,67

’ UDR

f =50Hz

ITS =50A

IGT= 40mA

Anstiegszeit <0,5 us

02.71
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BRY 54/100
bis
BRY 54/600

Si-Thyristoren, Ieff=2’5A

Grenzwerte bei Tj = _40...125°C (Fortsetzung)

positive Gate-Triggerspannung UGTF 10 v

negative Gate-Triggerspannung UGTR 6 A%

mittlere Gate-Verlustleistung PG(AV) 0,1 w
Gate-Spitzenverlustleistung PGS 1 w

t <500 us

Lagertemperatur TS -40...125 “c
Sperrschichttemperatur T -40...100 “c

02.71
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Si-Thyristoren, Igfr=2,5 A

BRY 54/100
bis
BRY 54/600

vorliufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei Tj =250C

pos. und neg. Sperrstrom
bei UDOR/URR
Tj=1(IJ C

-

I /1g

[u—

mA

Haltestrom
Anodenscheitelspannung
UTW =12V
Ausgangsscheitelstrom
Irw=0.2A

Iy

10(<25)

mA

Durchla3spannung
beilp=5A
tp =10 ms

1,3(<1,8)

Gate-Triggerstrom
Anodenspannung
UAK= r’v

10(<20)

mA

Gate-Triggerspannung
Anodenspannung
U AK™ rzv

0,6(<1,5)

kritische Spannungsteilheit

du/dt

200

Vus

Wirmewiderstand
Sperrschicht/Geh&use

Sioerrschicht/Umgebung

Ring

Rinu

20

150

oC/W

02.71
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BRY 54/100
bis
BRY 54/600 Si- Thyristoren, leff=2,5A

vorldufige Daten

Dauergrenzstrom (Sinus) Dauergrenzstrom (Sinus)
Ipav) = H(T@) Ipav)=f{(Ty)
Iy (A Tana) T 1
Tan f eISOAI. .l.(|10 Hl— i Tav f=50...400Hz
3
0 |=tp=i180° 12
Gleichstrom p=Phasenwinkel
\ Gleichst
m
2 \ 08 eichs roi
- -1800
b4 iBU N \\ \\ |80°|
R NAN O
%o TN \\23\ ¥ =300
1 N \ 04 B~ X\
luol N \ TN A
o N\ I\
AN N
0 N 0
0 25 50 7 Tg (°C) 0 5 50 75 Ty (°C)
Durchlaflkennlinie
Verlustleistung (Sinus) (Kurzzeitbelastung)
Piot = fIpavy Ipg=f(UT)
ProttW) [ £ =50 400 Hz 1] Irs (A) Tj=25°C
|Gle|chstrum
e
3 =180
10! =
/ 7
/ 7
y
/ / /
2
wo /) 100
30 ]
]
/ // 1
1 ‘/ / 0—1
7/ .
W -
0 102
0 05 1 15 It(av) (A) 0 1 2 3 Ur (V)

02.71
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BSW 21

BSW 21 A

BSW 22
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP BSW 22 A
Ausfiihrung Metallgehduse TO 18 2.56 048%
(DIN 18 A 3) galvanisch mit dem AN L —
Kollektor verbunden. IB y 32 [=—n

. : n

Anwendung Professionelle Transistoren - :,:f _.:(Zx 1,,2..1
fiir schnelle Schalter. 70 18 (0,45g)

Grenzwerte bei Ty=25°C

BSW 21 BSW 21A

BSW 22 BSW 22 A
Kollektor-Basis-Spannung -Ucpo | 25 50 v
Emitter-Basis-Spannung -URBO |5 5 A%
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucgo | 25 50 v
Kollektorstrom -Ig 200 mA
Gesamtverlustleistung Piot 0,3 w
bei T =25°C 1
Sperrschichttemperatur Tj 175 °C
Lagertemperatur Tg -65...175 °C
Warmewiderstand : °C/W
Sperrschicht/Gehéduse RthG <150
Sperrschicht/Luft RthU <500 )

1.70

249



BSW 21
BSW 21A
BSW 22
BSW 22 A

Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP

Allgemeine Kennwerte bei Ty;=25°C

Kollektor-Basis- -UcBO =25 V| BSW 21 -IcBO 0,002 (<0,5) uA
Reststrom b BSW 22

-Ucgp=50 V| BSW 21A

BSW 22 A

bei Ty;=100°C <15
Emitter-Basis- -UgBo=5V -IgBO 0,005 (<0,5) uA
Reststrom
Kollektor-Emitter- -Ic=10 mA |[BSW 21 -U(BR)CEO" | >25 v
Durchbruchspannung BSW 22

-Ic=10mA |BSW 21A >50

BSW 22 A

statische Strom- -Ic=2 mA BSW 21 hg 1|® 130(75...225)
verstidrkung -Ucgp=4,5V | BSW21 A

-Ic=2 mA BSW 22 250(180...540)

-Ucg=4,5V |BSW 22 A
Kollektor-Emitter- -Ic=50 mA -UcEsat 0,2 (<0,5) v
Restspannung -Ig=3 mA
Basis-Emitter- -Ic=50 mA -UBEgat 0,8(<1,3) A%
Restspannung -Ig=3 mA
Transitfrequenz -IE =10 mA fr 300 (>150) MHz
=100 MHz -Ucgp=5V
Ausgangskapazitit -UcBO=5V Csop 4(<8) pF

in Basisschaltung

*Impulsweise gemessen: t

1.70

p

=300 us, 6<2%
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BSW 21

BSW 21A
BSW 22
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP BSW 22 A
Zulédssige
Gesamtverlustleistung Statische Stromverstédrkung
ProtiW) h2ig ~ge =SV
(norm.)
1,0
1
N 2
08 N 10 11 N
\ Rthe ’ - N
06} N 08—+
0,6
0,4
A 0,4
Renu [\ '
02 \
\ 0.2
0
0 S0 100 150 200 T(°C) 101 100 ol -lgma)
Kollektorstrom
-1g(mA) Uep=5v]
120
100
80 ][
60 ll
0 /
2 /
0 0.2 04 0.8 ~Ugelv

1.70
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BSW 21

BSW 21A
BSW 22
BSW 22 A Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP
Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
Ic=1(Ucg) * Ic=#(Ucg)
-Ig(ma) BSW 21/A ~lgimA) BSW 21/A
240
35 60
200 10
L L1 | '50
160 a0 8y 1
/v L 11 ] 40
120 == s LT
/=l = T %
- -]
80 — = 201
.// L 2 | r ,_————"""'_——’
” "] LT
s - l == 10—
N 4T -1p=0.5mA ——T T |
k ] ‘ l ] [ -lB=5pA
0 04 08 12 -Uge(v) 0 . 8 1 ~UggV)
Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
Ic=#(Ucg) Ic=f(Ucg)
“lgimA) BSW 21/A ~lgimA) BS W 21/A
20 10
60
120 e
LT _| 50
16 — 100 8 // -
T | L1 ,100
A ——— =
- e T T
=60 T
S e e e — 8= R )
/—l————‘ -_————'1'0, // ///
I [ ———
s 1204 2 =
| I i R B Tp-50A
-1g=10pA L~ [
0 2 4 6§ =Uggtv) 0 10 20 30 =UceV)

1L70
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BSW 21

BSW 21 A
BSW 22
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP BSW 22 A
Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
Ic=f(Ucgr Ic=#Ucg)
~lctma) BSW 22/A “lgima) BSW 22/A
12
2‘0
200 10 |
24 20 ] 16| |
160 Z2RE 8 | ol
% i A AT LT e
120—§ /,/j 8 NI E 1
P L1 /// | 1 il | 8 |
sl 1] — Al LT |
A e s e,
7 4 Lt
40 = il TP 2] = -2
{ et - = — - =
}/ 1| ! Bl ’xmA - :B T
" | [
0 D04 08 12 -UggtV) 0 L8 n -Uggv)
Ausgangskennlinien - Ausgangskennlinien
Ic={(Ucg) Ic=f(Ucw)
~Igma) BSW 22/A =IgimA) BSW 22/A
24
50
LT |
2 P 10
v 40 18
/
16 /: = 8—0 14
k — 30 /] P
|t O e NS l
1 et j»
8 //___4___ ‘ '/ o |1
/ I e ] A |+
‘ 1 5' UA 2 —1 -lg=2pA
2 A L
| —
0 2 4 6 ~UgglV) 0 10 20 30 -Uggv)

1L.70
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BSW 21

BSW 21A
BSW 22
BSW 22 A Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP
Kollektor-Emitter-
Eingangskennlinie Restspannung
Ig=f(Ugg) - UcEsat = fl¢)
-lg(mA) Ugg=5V ~UggsatmV) [BSW 217A
,h21E=10
12 200
10
150
8
6 i 100 /
4 [ \ //
l ML L1 i
S0
2
/ 0
0 02 04 05 -UgglV) 107 100 107 -Ig(ma)
Kollektor-Emitter-
Restspannung
UcEsat = (1)
~UgesatMVI [BSW 2274
hz,E =10
200
150
100
N
N L]
50
0 _
10! 100 10! -IgimA)
1.70
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BSW 42

BSW 42 A
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN BSw 42 B
Ausfithrung Kunststoff-Keramik- 25 min

Normgeh&duse RO 110.

055°

Anwendung NPN-Silizium-Epitaxial- g ; —_—
Planar-Transistoren fiir NF- und HF - ¢ 6. 35k=—10,2
Verstirker bzw. schnelle Schalter. ! max  min
RO 110 (0,3q)

Srenzwerte bei Tyy=25°C

BSW 42 |BSW 42 A |BSW 42 B
Kollektor-Basis-Spannung UcBo |25 50 60 \%
Emitter-Basis-Spannung UgBo !5 7 7 v
Kollektor-Emitter-Spannung UcgQ | 25 50 60 v
Kollektorstrom 1c 200 mA
Gesamtverlustleistung Piost | 360 mWw
Sperrschichttemperatur Tj 150 °C
Lagertemperatur Tg -55...150 °C
Wirmewiderstand °C/W
Sperrschicht/Luft Riny <350
12,70
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BSW 42

BSW 42 A
BSW 42 B Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN
Allgemeine Kennwerte bei TU =25°C
Kollektor-Emitter- ICEO =10 mA BSW 42 U(BR)CES 25 v
Durchbruchspannung + BSW 42 A 50
BSW 42 B 60
Kollektor-Emitter- Ic= 50 mA UcEsat 0,15(<0,3) [V
Restspannung IB =3 mA
Basis-Emitter- Ic =50 mA Upgsat 0,8(<1,3) v
Restspannung IB =3 mA
Kollektor-Basis- UCBO= 25V BSW 42 IesoO 0,001(<0,5) [vA
Reststrom Ucpp =50V BSW 42 A
BSW 42 B
bei Ty = 100°C <15
Emitter-Basis- UEBO= 5V BSW 42 IEBO 0,001(<0,5) [uA
Rests*rom UEBO_ v BSW 42 A
BSW 42 B
statische Strom- I.=2mA ho1 g 75...225
verstidrkung IFCE =4,5V
Transitfrequenz Io=10 mA fp 300(>150) |MHz
=100 MHz Ucg=5V
Ausgangskapazitit Ucpo ™ 5V Cs9p 4(<8) pF
in Basissichaltung i
f=1 MHz
Verzogerungszeit IC =50 mA tg 20 ns
Igg = 3,6 mA
Anstiegszeit IC =50 mA te 50 ns
Ig; = 3,6 mA
Speicherzeit I =50 mA tg 200 ns
Igy =3,6 mA
Igg=-2,5 mA
IC =10 mA 300
IBl =10 mA
Igs =-10 mA
Abfallzeit I.=50 mA te 50 ns
Ip j 3,65mAA
IB2 =-.2,b5m

Impulsweise gemessen: tp =300 us, 8 <2%

12. 70
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BSW 42

BSW 42 A
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN BSW 42 B
Mess-Schaltung fiir Sthaltzeiten
Wk £00 Oszi.
Generat. I
50.n
; 100
w U 50
L 0 5V
——JSPS l—— o o
-
Zulissige
Gesamtverlustleistung
Pior = f(T)
Ptot(mW)
360
300 \

200 \
\

0 50 100 150
Tec)

12,70




BSW 42

BSW 42 A
BSW 42 B Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN
Statische Stromverstiarkung Kollektorstrom
hy & = £(1¢) Ic=H{(UBE)
h21E UCE =45V Ic (mA) UcE = 5V
(norm)
120
typ.—
100 H
i
I
2 Ty =150°C 80 1 ’I
f"-—Nlt\\ ,’ |
N !
16 & :
B P d . 25"[[: i Y 60 il
I L N '
12 ” » T J 1
— |~ -55_°_C 40 ,II.
0.8 pr p= FTT A
A ] | |
Lt 20 }
04 sl /I/ !
rl 4
D 0 v
10-! 100 o IcimA) 0 02 04 06 UBE(V)
Kollektor-Emitter-
Eingangskennlinie ' Restspannung
Ig ={(UBg) UcEsat = f(I¢)
1g(mA) UCE =5V UCE sat(mV) hag =10
12
0 /
] /
250
6 ' 200
150 /
‘ /
2 -y Bt
50 A
0 0
0 02 04 06 UgglV) 10-! 100 10! IgimA)
12.70
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BSW 42

BSW 42 A
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN BSW 42 B
Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
Ic=HUcp) Ic=f{Ucg)
Ig(mA) Ig(ma)
240 12
8
70 7‘“
200 mA_ 10
/;;50 L__ ,//./ s 40
- 150 ~ | A~ 1 |36
//é T V AT T 1L~ 8|
,/, —— 30T /// 4+ - 2
4 / // P—— 207 6 1//’ = 2 ]
S Lt — R
Jad : =T o
1 T 8
40 Ig= 2 — -
4 B 1mA f‘———'——_ IB‘I’”A
o —
0 ol L
0 04 08 12 18UcetV) 0 4 8 12 16 UgglV)
Ausgangskennlinien - Ausgangskennlinien
Ic=f(UCE) _Ic=f(UCE)
I (mA) I {mA)
2% 12 18pA
L L ib
// IA
0 10 7 !
80 A A
- 70 L~ 1L
16 — = Ll e T
4""’— 650 ‘/
— ~
o = — |50, 6 ] e 8
(/‘—-"'"——— 49 L1 - 6|
______—-——"'—'— |1 |t
] |20 — ‘]
4 1 lg=0pA 2 ] lg=2pA _|
4
0 0
2 4 6 8 Ugelv) 0 10 20 30 40 Ugglv)
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BSW 42

BSW 42 A
BSW 42 B Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN
Basis-Emitter-Rest-
spannung Kollektor-Basis-Reststrom
UBEsat = f(1¢) IcBo=#(Ty)
Ugesat!V) lg=Ic/0 Icpo (pA) 7
/ max.
//
i 100 ==
4 V4
7
1 -1 v.
10 = typ.
08 e /’
05 =1 /-
0 ’f‘
10-2 /
04 /-
7
02 )4
0 -3
10-1 100 101 Ic(m” 10 0 40 80 120 Tytec)
Transitfrequenz Ausgangskapazitit
7 =£(I¢) Capp = f(UcBO)
1](MHZ) V=5V ] C220 I[c=0
2i00MHz (norm.) £=10.7MHz
2,4
2
600
1,6
500 \
400 1,2
\‘
] T~
300 P 5 08 I
200
0.4
g g
100 1
0
10-1 100 101 lc(l‘l\A) 0 A 8 12 UEBU(V)
12,70
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BSW 43

BSW 43 A
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN BSW 43 B
Ausfiihrung Kunststoff-Keramik- 25 min_

Normgehiuse RO 110,

Anwendung NPN-Silzium-Epitaxial-
Planar-Transistoren fiir NF- und HF -

254

533
max
Gr
.

min

Verstarker bzw. schnelle Schalter. RO 110 (0,3g)
Grenzwerte bei Tyy=25°C

BSW 43 BSW 43 A |BSW 43 B
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo |25 50 60 A%
Emitter-Basis-Spannung UgBo |5 7 7 v
Kollektor-Emitter-Spannung Ucgp |25 50 60 A%
Kollektorstrom Ic 200 mA
Gesamtverlustleistung Piot 360 mWwW
Sperrschichttemperatur Tj 150 °C
Lagertemperatur Tg -55...150 °C
Wirmewiderstand °C/W
Sperrschicht/Luft Rihy |<350
12.70

261



BSW 43

BSW 43 A
BSW 43 B Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN
Allgemeine Kennwerte bei T; = 25°C
Kollektor-Emitter- ICEO =10 mA | BSW 43 U(BR)CEO 25 v
Durchbruchspannung * BSW 43 A 50
BSW 43 B 60
Kollektor-Emitter- I, =50 mA Ut ksat 015(<q3) v
Restspannung IB = 3 mA
Basis-Emitter- I =50 mA Unksat G38(<1L,3) v
Restspannung Ig =3mA
Kollektor-Basis- UCBO =25V BSW 43 IcBO <85 uA
Reststrom Ucgp =50V BSW 43 A
BSW 43 B
bei T, = 100°C <15
Emitter-Basis- U 5V BSW 43 I <G5 kA
EBO
Reststrom UEBO =7V BSW 43 A EBO
BSW 43 B
statische Strom- I.=2mA h
21E 0
verstirkung LFCE =45V 180.... 540
Transitfrequenz I~ =10 mA fT 300(>150) MHz
f= 100 MHz [?CE=5V
Ausgangskapazitit U, =5V C 4(< 8) pF
in Basisschaltung CBO 22b
f=1 MHz
Verzdgerungszeit Ic =50 mA ’cd 20 ns
IBl = 3,6 mA
Anstiegszeit Ic =50 mA tr 50 ns
IBl = 3,6 mA
Speicherzeit Ic = 50 mA tg 200 ns
IBl = 3,6 mA
IBZ = -2,5 mA
IC =10 mA 300
IBl =10 mA
IB2 = -10 mA
Abfallzeit IC 50 mA tf 50 ns
IB 17 3,6 mA
I]32 = -2,5 mA
sk
§ <29

Impulsweise gemessen: tp =300us,

03,71

262



BSW 43

BSW 43 A
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN BSW 43 B
Mess-Schaltung fiir Sehaltzeiten
wF
Generat. it Oszi.
50
4V 50
- 0
——-l Sus l—— o L I °
Zuldssige
Gesamtverlustleistung
Piot = H(Ty)
Prot(mW)
360
300 \\

Qhu

\

200 \

100
\

0 50 100

12.70

1(°C)
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BSW 43

BSW 43 A
BSW 43 B Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN
Statische Stromverstirkung Kollektorstrom
hom =f(IC)‘ Ic=f(UBE)
h21E UCE = 4.5V Ig(mA) UcE=5V
(norm)
.
120 tyq.—
li
’ [
100 }
K
Tu:150°c L | "
2 80 ifi
1 [ ] \ 1
AN 250¢ ] [N !
]ﬁ // l q N 60 LN
L] 2 N +
2T AT - ssog (TN " HI
~ 1 B ’l’
08 1 - i N Hl
1 Lt l
04 1 L 20 7
/
/,
0 ; L 0
10-! 100 ol Ig(ma) 0 02 04 0B Ugg(v)
Kollektor-Emitter
Eingangskennlinie Restspannung
Ig =f{(Ugg) UcEsat = {(I¢)
Ig(mA) Uce =5V UCEsat(mv) h2iE=10
12
:’
10 I
] /
250
6 200
|
. [I 150
A
) L 100 P
/ 50 i
0 0
0 02 04 06 UBE(V) 10-1 ! o Ic(mA)
12.70
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BSW 43

BSW 43 A
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN BSW 43 B
Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
Ic=H(Ucg) Ic=f(UcE)
I¢ (mA) Ig(mA)
240 12
24
_| 70mA s
200 o LAl 10 22
,z/// 60 . // ;20 :
160 T fg — 81 g ’J!:B
e I 7 A L
//// /’__.—- 30T < 14
120 T 2 b ] — 11
Y/ 17 —1 20T |~ -
WY/ i T |
/ I L~ // 8
80 5T 4 — — ]
= ] =] 6
wHA— Ig=TmA 2 — b
S A, sy
= o
0 0
0 04 08 12 16Ucg(v) 0 4 8 12 1BUg(V)
Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
IC=f(UCE) Ic=H{Ucgr)
I¢ (mA) Ig (mA)
u 12 LT
y - 16
v
20 10 // e 1%
40 T // '// 12
LT =35 // ol
16 — — 81—
LT | ’ L
12 ] —— - 25 6 — — L8
—'-""_ /
e —— 20 ~ ~ 6
gl 15 o e —
(,-_’_—___’___,-—-———- /J/ L4
=10 ———
e e ST Y
00 2 4 6 8 Ucelv) l]l] 10 20 30 40 Uce(v)
12,70
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BSW 43
BSW 43 A
BSW 43 B

Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN

Basis-Emitter-Rest-
spannung

UBEsat = fIQ)

Kollektor-Basis-Reststrom

Icpo =Ty

UgE sat(V) hyye=10 1colpA) =
7
7 max.
’/
100 ==
7 7
"4
1 10-
0.8 /"'YP»
Lt="TT1 — ] /
08 ==t /
10-2 =
04
//
02 7
D 10-3
10! 100 w0 IcimA) 0 0 80 120 Ty (o)
Transitfrequenz Ausgangskapazitit
tp=1(Ic) Ca2p = H(UcBO)
11 (MHz) Ucg=5V C22p Ic=
t=100MHz (norm) f =10,7MHz
24
2
600
16
500 \
400 12
— T~
300 i Ny " ~—
200 R
i 04
100 — 11
8 0 8 Uggo(V)
10- 100 101 IE(mA) 0 4 12 c80
12,70
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Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP

BSW 44
BSW 44 A
BSW 44 B

Ausfiihrung Kunststoff-Keramik-
Normgehiduse RO 110.

Anwendung PNP-Silizium-Epitaxial-
Planar-Transistoren fiir NF- und HF -
Verstédrker bzw. schnelle Schalter.

RO 110 (0,3g)

Grenzwerte bei Ty=25°C

BSW 44 BSW 44 A [BSW 44 B
Kollektor-Basis-Spannung -UcBO |25 50 60 A%
Emitter-Basis-Spannung -UrBO |5 5 5 A%
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucgo {25 50 60 A\
Kollektorstrom -Ic 200 mA
Gesamtverlustleistung Piot 360 mw
Sperrschichttemperatﬁr Tj 150 °C
Lagertemperatur Tg -65...150 °C
Wirmewiderstand °C/W
Sperrschicht/Luft Rihu <350
12.70
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BSW 44
BSW 44 A
BSW 44 B

Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP

Allgemeine Kennwerte bei Tyy=25°C

Kollektor-Emitter- -Icgpo=10 mA|[BSW 44 -U(BR)CEO | 25 v
Durchbruchspannung BSW 44 A 50
BSW 44 B 60
Kollektor-Emitter- -Ic=50 mA -UcEsat 0,2 (<0,5) v
Restspannung -Ig=3 mA
Basis-Emitter- -Ic=50 mA -UBEsat 0,8(<1,3) v
Restspannung -Ig=3 mA
Kollektor-Basis- -UcBo=25V {BSW 44 -IcBO <0,5 uA
Reststrom TUcBO=-50 V |BSW 44 A
BSW 44 B
bei Tyy=100°C <
Emitter-Basis- -UgBo=5V -IEBO <0,5 uA
Reststrom
statische Strom- -Ic=2 mA ho 1B 75...225
verstirkung -Ucg=4.5V
Transitfrequenz -Ic=10 mA fp 300 (>150) MHz
f=100 MHz -Ucg=5V
Ausgangskapazitit -UcBo=5V Cao2p 5(<8) pF
in Basisschaltung )
* Zuldssige
Impulsweise gemessen: tp =300 us, 8<2% Gesamtverlustleistung
Pyt =£(T)
Prot (mW)
360
300 \
\\
200 Q,U
100 \\
0

2.70

50

100

T(°C)
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BSW 44

BSW 44 A
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP BSW 44 B
Statische Stromverstirkung Kollektorstrom
hy 1 = f(I10)" Ic={{Ugg)
e -Ugg=5V -Ic(mh) ~UgE =5V
norm.
120
100
1,2 I
—
10 d 80 I
N N
08 > A 60 Il
05
) /
04
02 20
0 0
107 100 o' -Igima) 0 02 04 06 -Uge(v)
Kollektor-Emitter-Rest-
Eingangskennlinie spannung
Ig=#(Ugg) UcEsat = fI¢)
-IgimA) Ugg = 5V -UCEsatimV) hyyg=10]
12
10
300
8 250
6 Il 200
| 150 /
4
100
2 P~ L]
50
0 0
0 02 04 0f -UgglV) 107! o! 10! -Ig(mA)

12.70
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BSW 44

BSW 44 A
BSW 44 B Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP
Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
~Ig(mA) -Ig(mA) f
260 12
35mA 60pA
200 o 10
el T j55
=25 =
. 1 L1 | 50
160 //, 0 2 e g
g1 [T [ f%
T l- 25
V 5 LT | T2~
80 —— = ) g RS ——
| A —— = 517
W ] i 10—
J I 1p=05ma | |
0 04 08 12 -Ugelv) 0 4 8 12 -UgglV)
Ausgangskennlinien - Ausgangskennlinien
Io=f(Ucg) I-=HUcg)
-Ig(mA) -Ig(mA)
24 12
20 10 60pA
— -1g=120pA . 55
A T e s AN
L% A
—— =
e el 3
% =
s | 50| =T
1'0' /[// ///-’
. 20 |t ——___’-’ I
il o e ——
"] L
. “Ig=10pA 0 -1p=5ypA
0 2 4 6 -UCELY) 0 10 20 30 -Ucetvy

12.70
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BSW 45

BSW 45 A
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP BSW 45 B
Ausfiihrung Kunststoff-Keramik- 2,5 min
Normgehiuse RO 110. ek ™ s

Anwendung PNP-Silizium-Epitaxial-
Planar-Transistoren fiir NF- und HF -
Verstidrker bzw. schnelle Schalter.

5,33
max
r

min

RO 110 (0,3g)

Grenzwerte bei T(y=25°C

BSW 45 BSW 45 A |BSW 45 B
Kollektor-Basis-Spannung -UcBO 25 50 60 \%
Emitter-Basis-Spannung -UgBO (5 5 5 v
Kollektor -Emitter-Spannung -Ucgpo (25 50 60 v
Kollektorstrom -Ic 200 mA
Gesamtverlustleistung Piot 360 mWwW
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tg -65...150 °C
Wiarmewiderstand °C/W
Sperrschicht/Luft Rihy (<350
2,70
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BSW 45
BSW 45 A
BSW 45 B

Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP

Allgemeine Kennwerte bei T{y=25°C

Kollektor-Emitter- -Icgo= 10 mA|BSW 45 -U(BR)CEO"| 25 A%
Durchbruchspannung BSW 45 A 50
BSW 45 B 60
Kollektor-Emitter- -Ic=50 mA -UCEsat 0,2 (<0,5) v
Restspannung -Ig=3 mA
Basis-Emitter- -Ic=50 mA -UBEsat 0,8(<1,3) v
Restspannung -Ig=3 mA
Kollektor-Basis- -UcBo =25 V [BSW 45 -IcBO <0,5 HA
Reststrom
Upa =50 v | BSW 45 A
CBO BSW 45 B
bei Ty =100°C <15
Emitter-Basis- -Ugpo=5V -IgBO <0,5 A
Reststrom
statische Strom- -Ic=2 mA ho 1/ 180...540
verstiarkung -Ucg=4.5V
Transitfrequenz -I¢=10 mA fp 300 (>150) MHz
f=100 MHz -Ucg=5V
Ausgangskapazitit -UcBo=5V Co2p 5(<8) pF
in Basisschaltung
*Impulsweise gemessen: tp =300 us, 6<2% Zulissige
Gesamtverlustleistung
Piot= (T)
Ptot(mW)

360 \

300 \\

200 A\ Rthy

\
100 \\
0
0 50 100 1{°c)

12,70
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BSW 45

BSW 45 A
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP BSW 45 B
Statische Stromverstirkung Kollektorstrom
ho 1 = (1) Ic=f(Ugg)
hoe -Uge =5V -Ic(mA) -Ugg =5V
norm.
120
100
12
Rt 80
L ]
1
0,8 =1 50 |
08 i /
04
w /
0,2 /
4
0 0
10! 1! 1 -lgimA) 0 Q@ 04 05 -Ug(V)
Kollektor-Emitter-Rest-
Eingangskennlinie ' spannun-g.f I
15 = f(Ugg) Ucgsat ={I¢)
~1g(mA) —Ugg=5V -UCEsatimV) hyyg=10
Ty=125°C
12
10
300
8
250
6 ’ 200
. | 150
/ mu
z =g
50 A
A 03 0 ]
¢ 02 04 0§ ~Uggtv) 10 10 o' Icima)

12.70
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BSW 45

BSW 45 A
BSW 45 B Si-Epitaxial-Planar-Transistoren PNP
Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
Ic=(Ucg)* Ic=1(Ucg)
-1 (mA) 1 -Ig (mA) ]
240 12
20pA[ |
18
200 Znh, 0 > 3
- 5"&&‘915“ . L T
Z % oA 1 ]
// 8 // /// 10
120 V. = — C- 6 6 /'l 1
'/'C/ L L L ol 8 |
w T ] e I
[T
/ ] —— 2 L ] 4
V L~ |t - I |t
L7 g g o e LTS U ~1g=2pA"
el | - 1
: : |
0 04 08 12 -UggtV) 0 4 8 12 -Uggtv)
Ausgangskennlinien - Ausgangskennlinien
Ic=f(UcE) Ic=f(Uck)
-Ig(mA) 1 -I¢(mA) I |
24 12
— S0pA
20 o o 10
e ™
0| fr T Tl S
1T Lw % .
o Tl 1" Bl NS 8
/ ,—-—.—-——"'—’" | H /] ] LT
B ) [T T e
b 4 8 .P / ..'-———-_'——"'—"—
/‘
0 0
0 2 4 6 -UgglV) 0 10 20 30 -Uge(tv)

12.70
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BSX 51/A/B

Si-Epitaxial- Planar-Transistoren NPN BSX 52/A/B
Ausfiihrung Metallgehduse TO 18 galvanisch 25 i 08"
mit dem Kollektor verbunden i AN i —_—
(R aow 2 A —l—
N 3
Anwendung NF-Verstidrker und Schalter L 5,84 ’-— 53 le12,7
Komplementidr zu BSW 21/A, BSW 22/A max max  min

T0 18(0,45g)

Grenzwerte bei Ty;=250C

BSX 51 |[BSX 51 A |BSX 51 B

BSX 52 [BSX 52 A |BSX 52 B
Kollektor-Basis-Spannung UCBO 25 50 60 v
Kollektor-Emitter-Spannung  Ucgg |25 50 60 A%
Emitter-Basis-Spannung Uggo |5 7 7 v
Kollektorstrom IC 0,2 A
Gesamtverlustleistung Piot 0,3 w

. P

bei T =25°C 1
Sperrschichttemperatur T; 175 oC
Lagertemperatur Ts -65... 175 oC
Wirmewiderstand ] o°Cc/W
Sperrschicht/Gehiduse Rthg 150
Sperrschicht/Luft RthU 500
038. 71
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BSX 51/A/B

BSX 52/A/B Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN
Allgemeine Kennwerte bei TU= 25°C
gzil:ll:;g;im:ﬁz; Iipo=10 mA |BSX 51/52 U(BR)CEO* >25 \i
P €. BSX 51A/52A >50
BSX 51B/52B >60
Kollektor-Emitter- IC= 50 mA UCEsat 0,1(<0,3)[V
Restspannung IB =3 mA
Basis-Emitter- 1 _.=50mA U 0,8(<1,3)|[V
Restspannung Ig =3mA BEsat
ilensl:;:::;flaSIS- Uppo=5V BSX 51/52 RO <0,5 WA
UgBO=7TV BSX 51A/52A
BSX 51B/52B
§:ge;lg‘c';-lBa31s- Uspgp=25V [BSX 51/52 I+go <0,5 A
Ucpo=50V  |BSX 51A/52A
Uspo ™ 60V BSX 51B/52B
bei TU= 100°C UCBO=25 A% BSX 51/52 ICBO <15 A
Uegp=50V |BSX 51A/52A
UCBO=60V ]'38X 51B/52B
statische Strom- I.=2mA BSX 51 h 75...225
erstirku C 21E
verstariung BSX 51A
UCE =4,5V
BSX 51B
IC =2 mA BSX 52 180...540
BSX 52A
BSX 52B
Transitfrequenz I.=10mA f >150 MHz
U..=5V ¢ T
CE
f=100 MHz
Ausgangskapazitit UCBO =5V CZZb <8 pF
in Basisschaltung
f=1 MHz
Verzégerungszeit Ic =50 mA td 20 mns
IBl =3,6 mA
Anstiegszeit ‘ te 50 ns
03.71
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Si-Epitaxial-Planar- Transistoren NPN

BSX 51/A/B
BSX 52/A/B

Allgemeine Kennwerte bei Ty =25°C

Speicherzeit Io=50 mA ts 200 |ns
1g; =3,6 mA
IB2 =.2,5 mA

Abfallzeit te 50 ns

*Impulsweise gemessen: tp= 300 us, 5<2%

03.71
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BSX 51/A/B
BSX 52/A/B

Si-Epitaxial- Planar-Transistoren NPN

Mess-Schaltung fiir S¢haltzeiten

1pF

600 Osz.
Generator 509
100
50 1k
z
- +
-1y 5V
5ys + T_
Zuldssige
Gesamtverlustleistung Statische Stromverstidrkung
Piot = H(T) hy g = 1(1¢)
Prot(W) "2E [gsxsiare L Jugessv
A1 N\
/
0 Fis0er
/
10 —t
N
150 / N
N
08 \\ Y/ 250¢
N
4
05 \ 100 1
Rthg e L7
04 /
' N 4 P
Rthu \\ L 11 A
02 N =
N\
0 0
0 50 100 150 T(°c) 107 w2 5 ¢t igtma)

03,71
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BSX 51/A/B
Si -Epitaxial-Planar-Transistoren NPN BSX 52/A/B
Statische Stromverstidrkung Basis-Emitterspannung
hg g =f(I) UBg = f(IC)
"ZIE [psusase Ugg=ksV Uge (V) UgE=45V
600
/ 08 =171
v Lt _sl Ol' ’/
500 = 7
'/
/| L
/| 150¢(] ™ Lt
400 74 y S 05 |— 25°¢C y
d L/ ) A
%
300 7 — =l
pa 259¢ B 0 B
4 J v M N LUK Tll= 1500
N —
200
LA LA
"7, =—560
A =-55 R
100
0 0 .
6! W2 5 o o i W2 5 i Icloa
Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
IC=f(UCE) IC=f(UCE)
Ig (mA) [gsK51/a/8 Ic(mA) [gsx52/A78
200 200 056
16 - 1 _r
// > 0,5 = //
150 |/ 12 bt 150 = =
7 U'L//
rallY T — T
l/' 0,3 /1,
100 [ +—T" — 100 — -
[ L I / 02 | 1"
/, |],L /// /‘//
]
/1 e et
50 ii7 TI—— 50 L
/-—-— Tg-0 mA ___—__—// lB=ﬂ,05mA T
T T |
0 H 10 15 20 Ugglv) 0 5 10 15 20 Ugglv)
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BSX 51/A/B

BSX 52/A/B Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN
Basis-Emitter-Rest- Kollektor-Emitter-
spannung Restspannung
UgEsat = fIC) Ucgsat = f(Ic/1B)

Uge sqt(mV) hape=10 Ugesqt(mV)
,/
800 ! ]| ba 400
- s50¢ it
/
/
600 i 30 //
/i/ a“/ //
L1111 100°C 11
100_~1
w0 BTy = 15000 20 -
] u= 1 -
50t
L1
100
00 o Py
L~ 1I;=10mA
0 1] ] | |
o w2z 5 0 Icma) 00 20 30 40 Igfiy
Kollektor-Emitter-
Restspannung
UcEsat = f(IC)
UcesgtimV) _
sa h21g=10]
200
150
100 150°€C
A
/
y
y V
50 —100°C 4
L] O <1 =-55°C
| \s50r
oL _L 11l
o w2 s 0 ica

03.71
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BSX 51/A/B
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren-NPN BSX 52/A/B
Verzigerungszeit Anstiegszeit
td=f(1c) - ty = £(Ie)
td (ns) Ugp=-05V tr (ns) Ugg=-05V
5 5
\
2 2 10
‘ |
"’\ 20
0? \\ 102
AN -
\\ N
. ~
5 \ 5 NG —
h21E s\ N Ig=51p
N
\\ \n N
2 \~ femeet*] 2
N 1T
10! 1 ; . 10!
o 502 5 w00 IcmA) o T ST T L WYY
Speicherzeit
ts=1(Ic)
ts(ns)
s Ig1=-182 .
6
5
L=
51g<lg<201g
’ \
2
02
10! w2 5 w0 Iima)

03.71
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BSX 51/A/B

BSX 52/A/B Si-Epitaxial-Planar-Transistoren-NPN
Abfallzeit Ausgangskapazitit
te=£(Ig) Ca2p=f(Ucg)
5 8
\
z 10\ 20 6 \
\
02l ) N
AN N
\\ A \\
\\\‘
5 \\ N ’"—'//1
Ig =51g 2
2
10! 0
10! 1002 5 1 IgmA) 0 2 b § 8 UgplV)
03,71
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‘BSY 51

BSY 52

BSY 53
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN BSY 54
Ausfithrung Metallgehduse TO 39 05 %
galvanisch mit dem Kollektor verbunden. B ] .é|=.

. P8 G b e
Anwendung Professionelle Transistoren c 7 i =
besonders geeignet fiir NF-und HF-Verstirker 03l -l 65 le12,7
bzw. schnelle Schalter, ' mn
1039 (1,19)
Grenzwerte bei Ty = 25°C
BSY 51 BSY 53
BSY 52 BSY 54

Kollektor-Basis-Spannung Ucso 60 75 v
Emitter-Basis-Spannung UgBO 5 7 \%
Kollektor-Emitter-Spannung Ucro 25 30 v
Kollektor-Strom Ie 500 750 mA
Gesamtverlustleistung Piot 0,8 w
bei Tg=25°C 3
Sperrschichttemperatur Tj 200 °c
Lagertemperatur Tg -65...200 oc:
Wirmewiderstand oc/w
Sperrschicht/Geh&duse Ring <58,3
Sperrschicht/Luft Rinhy <219

01.71
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BSY 51
BSY 52
BSY 53
BSY 54

Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN

Allgemeine Kennwerte bei Ty =25°C

Kollektor-Basis- Unpn=30V |BSY 51 IICBO 3 (<100) nA
Reststrom — 5 BSY 52

Ty =150°C 4 (<100) LA

Ucgp =60V |BSY 53 0,5 (<10) nA

Ty=150°C BSY 54 0,4 (<10) uA
Emitter-Basis- UEBO= 3V BSY 51 IrBO 1 (<50) nA
Reststrom BSY 52

BSY 54
Kollektor- I1~.=150 mA |BSY 51 UCEsat 0,15 (<0,8) v
Emitter-Rest- IB =15 mA BSY 52
spannung BSY 53 0,15 (<0,6)
BSY 54

Ic =500 mA 0,5 (<1,2)
Basis-Emitter- I1.=150 mA |BSY 51 Ugpgat |[0-95 (<1,2) v
Restspannung Ig=15mA BSY 52
statische Strom - IC =1 mA BSY 51 ho1g 50
verstirkung bei —
Upg =10 V IC~10 mA | 75 (>30)

Ic=150 mA . 40...120

Ic=500 mA | 15

Ic=1mA BSY 52 100

Ic=10mA 135 (>70)

I¢=150 mA 100...300

1=500 mA 25

I-=0,1 mA BSY 53 40 (>20)

Ic=1mA 50

Ic=10 mA 65 (>35)

Ic=150 mA 40...120

U —

Ic=500 mA 35 (>20)
01,71
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BSY 51

BSY 52
BSY 53
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN BSY 54
Allgemeine Kennwerte bei Ty =25°C (Fortsetzung)
statische Strom- Ic= 0,01 mA |[BSY 54 h21E 55 (>20)
verstirkung bei U
Uog=10V I-=0,1 mA 80 (>35)
Ic=1mA ) 100
Ic=10 mA 135 (>80)
Ic=150 mA 100...300
IC =500 mA 60 (>40)
Vierpol-Koeffi- Ic=1mA BSY 51 |hyqe 1,5 (0,8...4,5) |k
zienten bei
Emitterschaltung Byge 0.8 (<3) 10-4
bei Ucp=5V hate 55 (30...100)
£=1 kHz hyge 8 (3,5...13) us
BSY 52 |hy1e 3(1...8) kQ
hige 0,8(<3) 10-4
h21e 100 (50...200)
hzze 9 (4, 5..,15) [JS
BSY 53 |hqqe 1,5 (0,8...4,5) |kQ
hyge 0,8 (<3) 10-4
h21e 55 (30...100)
BSY 54 |hyqe 3 (1,6...9) kQ
hige 0,8 (<3) l10-4 '
h21e 100 (50...250)
hgge 8 (4,5...12,5) |uS
Transitfrequenz  Ic=50 mA BSY 51 fp 100 MHz
Ucg=10V BSY 53
f=50 MHz BSY 54
BSY 52 130
Eingangskapazitit Upg=0,5V. Ci1e 23 (<33) pF
in Emitter-
schaltung
Ausgangskapa- Ucg=10 V BSY 51 Cooe 7,5 (<10) pF
zitét in ‘ BSY 52
Emitterschaltung BSY 53 6.5 (<10
BSY 54
01,71
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BSY 51
BSY 52
BSY 53
BSY 54 Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN

Allgemeine Kennwerte bei Ty= 250C (Fortsetzung)

Rauschzahl BSY 51 F 6 dB
Ic=0,3 mA 30Hz...15kHz [BSY 52
Ucg=10V BSY 53
Rg=1.5 ke BSY 54 3 (<8)
Zulédssige
Gesamtverlustleistung
Py = H(T)
Ptot (W)
3
Rtng
A
\\
2 \
\\
: N\
R N
_.\thU \
\‘\ |
\\
0 50 00 150 200 T{°C)
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Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN

Ausflihrung Metallgehiuse TO 39
galvanisch mit dem Kollektor verbunden.

Anwendung Professionelle Transistoren

besonders geeignet fiir NF-und HF -Ver-
stirker bzw. schnelle Schalter,

Grenzwerte bei Ty= 259C

T0 39

(1,19)

g \B! 2 ) s -
9,39 | —{ 66 |w12,7 j

min

Kollektor-Basis-Spannung Ucpo |120 v
Kollektor-Emitter-Spannung Ucgo |80 v
Emitter-Basis-Spannung Urgo 7 A%
Kollektorstrom Ic 500 mA
Gesamtverlustleistung Pyt 0,8 w
bei Tq= 250C 3
Sperrschichttemperatur Tj 200 oc
Lagertemperatur Ts -65...200 [°C
Wirmewiderstand OC/W
Sperrschicht/Gehiuse Ring  |£58,3
Sperrschicht/Luft ‘Rypy <219

01.71
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BSY 55
BSY 56

Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN

Allgemeine Kennwerte bei Ty= 25°C

Kollektor-Basis- UCBO= 90V IcBO 0,5 (<10) nA
Reststrom o~
TU— 150°C 0,4 (<10) HA
Emitter-Basis- Uggp=5V IgBO 1 (<10) nA
Reststrom
Kollektor-Emitter- IC =150 mA UCEsat 0,2 (<0,6) A%
Restspannung Ig= 15 mA
Basis-Emitter- I.=150 mA Ugggat 1(<1,3) v
Restspannung Ig=15mA
statische Strom- IC= 0,1 mA BSY 55 ho1m 50 (>20)
verstirkung Ic=1mA 60
IC =10 mA 65 (>35)
IC=150 mA 40...120
IC =500 mA >20
IC= 0,1 mA BSY 56 100 (>35)
IC =1 mA 125
IC= 10 mA 180 (>75)
Ic=150 mA 100...300
IC =500 mA >35
Vierpol- Ucp=5V BSY 55 |hyqe 1,6 (0.8...5) [k
Koeffizienten bei ~ Ig=1mA h 0.6 (<3) 2
Emitterschaltung 12e 6 ( 10
hgqe 75 (30...150)
h228 4 (27) I.lS
BSY 56 |hype 3 (1,6...9) kQ
hige 0,6 (<3) .10-4
hyie 120 (60...280)
h22e 6 (3.10) IJS
Transitfrequenz Ic= 50 mA BSY 55 frp 100 MHz
U~p=10V
104
£=50 MHz BSY 56 145
Eingangskapazitit UEB =0,6 V Clle 23 (<33) pF
in Emitterschaltung
Ausgangskapazitit Uecpgn= 10V CZZe 6 (<10) pF
in Emitterschaltung
Rauschzahl 30Hz...15 kHz F 6 dB
1~=0,3 mA
Rg=1,5 k@
01.71
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BSY 55
Si-Epitaxial-Planar-Transistoren NPN BSY 56

Zuldssige
Gesamtverlustleistung
Ptot = f(T) -

Pmt(W)

thG

0 50 100 150 200 T(°C)

01.71
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